GD 150

Verwendung: Germanium-pnp-Leistungs-
transistor fiir Verstéirker im Niederfrequenz-
Gebiet bei Umgebungstemperaturen {/a
von =25 °C bis +65°C.

Standard: TGL 200-8238

Abmessungen: Bauform D 2, TGL 11 811

Masse &~ 12 g
Zuléissige Hochstwerte
far #a 45°C
-Ucso = 20V
-Ueso 10V
-Ucer = 18V

bei RBE = 50 2
-Uces = 20V

I

Il

3,0A
36A
06A
75°C
65°C

Kennwerte fiir #a = 25°C =5 grd

Widrmewiderstand Riyy < 7,5 -?.;.d-

Min Max MeBbedingungen
Reststrome
-ilceo S0 puA | -Uce = 6V
-lceo 1500 uA | -Uce = 6 V
-lces 1500 pA | -Uce = 20 V
-leBo | 60 wA | 100 uA | -Uss = 10 V
Ubergangsfrequenz
fr 200 kHz -Uce =86V, -ic =01 A
Sattigungsspannung
-Ucksat | 0,40 V ‘ 060V | -lc=3A,-Is=06A
Basis-Emitter-Spannung
-Use 1070 V | -Uce=86V,-lc =200mA
-Use | 1,20V -Uce=2V,-lc=15A
Gleichstromverstéirkung
B 10,0 ' -Uce=6V, -lc=02A
B 7.5 Uce=2V, -Ic=15A
B-Abfall
B1s dc=15 A
Bo2 o dc =02 A

Bestellbeispiel fiir einen Transistor

Transistor GD 150 — TGL 200-8238



Verlustieistung in Abh@ingigkeit der Um-
gebungstemperatur ¢a

_ . direkte Montage

= === isolierte Montage

Kihibleche, Alu 2 mm, vertikale Lage,
blank, Isolierung, Pertinaxscheibe 0,1 mm

1 ohne Kiihlfldche

25 = 50cm?

35S = 200 cm?

4 angendhrte ideale Kihlung

Kollektor-Emitter-Spannung in Abhéngig-
keit vom BasisabschluBwiderstand

Mittlere Kennlinien fiir f#a = 25°C
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Kollektor-Reststrom als Funktion der Sperr-
schichttemperatur ??
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